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Аннотация  
С использованием ранее выдвинутого предположения об установлении кажущегося равновесия 

на границе многокомпонентное соединение типа AB–Н2О (рН) и селективного, равномерного и 
псевдоселективного разрушения (растворения, окисления) веществ уточнен возможный набор  
потенциалопределяющих реакций, рассчитаны величины их потенциалов и построены зависимости 
электродный потенциал – рН (диаграммы Пурбэ). На этой основе построена концепция, позволяющая 
предвидеть варианты составов поверхностного фазового слоя, способных образовываться в условиях 
обработки поверхности полупроводников  без и с наложением внешнего электрического поля при 
разных значениях величин электродных потенциалов и рН. Показано, что равновесие относительно 
электроотрицательного компонента (А) смещено в анодном направлении, поэтому на границе 
полупроводник – поверхностный фазовый слой (или электролит – при отсутствии последнего) 
образуется приповерхностный кристаллический слой, обедненный компонентом А. С использованием 
диффузионных представлений рассчитана его протяженность; которая может составлять величину от 
5 до 500 нм. Наличие такого слоя подтверждается результатами рентгеноструктурного анализа.  


